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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１導電型半導体層、前記第１導電型半導体層の下にある活性層、前記活性層の下にあ
る第２導電型半導体層を含む発光構造物と、
　前記第１導電型半導体層の上に配置され、前記第１導電型半導体層に電気的に連結され
た第１電極と、
　前記第２導電型半導体層に電気的に連結され、前記第２導電型半導体層の底面に連結さ
れた第２電極と、
　前記発光構造物の下部の周りを囲むチャンネル層と、
　前記第２電極の下に配置され、前記第２電極と電気的に連結された第１伝導性支持部材
と、
　前記第２電極の下に配置され、前記第１伝導性支持部材と電気的に絶縁された第２伝導
性支持部材と、
　前記第１電極と前記第２伝導性支持部材に電気的に連結された第１連結部と、
　前記第２電極と前記第２伝導性支持部材との間に配置された第１絶縁層と、を含み、
　前記第２伝導性支持部材は、前記第１伝導性支持部材を囲むように配置され、
　前記第１絶縁層は、前記チャンネル層を囲むように配置され、
　前記第１連結部は、前記第１導電型半導体層の側面に接触し、
　前記第１連結部は、前記第１絶縁層を貫通して前記第２伝導性支持部材に電気的に連結
されたことを特徴とする、発光素子。
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【請求項２】
　前記チャンネル層の上部面は前記活性層の上部面に比べてより高く配置されたことを特
徴とする、請求項１に記載の発光素子。
【請求項３】
　前記第１伝導性支持部材の下部面と前記第２伝導性支持部材の下部面が同一平面に配置
されたことを特徴とする、請求項１または２に記載の発光素子。
【請求項４】
　前記チャンネル層が前記活性層の周りを囲むように配置されたことを特徴とする、請求
項１乃至３のうち、いずれか１項に記載の発光素子。
【請求項５】
　前記チャンネル層が前記第２導電型半導体層の周りを囲むように配置されたことを特徴
とする、請求項１乃至４のうち、いずれか１項に記載の発光素子。
【請求項６】
　前記第２電極は前記第２導電型半導体層の下に配置された第１金属層を含み、前記第１
金属層は前記第１伝導性支持部材と電気的に連結されたことを特徴とする、請求項１乃至
５のうち、いずれか１項に記載の発光素子。
【請求項７】
　前記第２電極は、前記第２導電型半導体層の下に配置されたオーミック接触層と、前記
オーミック接触層と前記第１金属層との間に配置された反射層をさらに含むことを特徴と
する、請求項６に記載の発光素子。
【請求項８】
　前記チャンネル層の一端が、前記第２導電型半導体層と前記反射層との間に配置された
ことを特徴とする、請求項７に記載の発光素子。
【請求項９】
　前記第１絶縁層は、前記第１金属層と前記第２伝導性支持部材との間に配置されたこと
を特徴とする、請求項６に記載の発光素子。
【請求項１０】
　前記第１絶縁層の上部面は前記発光構造物の下部の周りに露出したことを特徴とする、
請求項１乃至９のうち、いずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１１】
　前記発光構造物の上部面に配置されたラフネスを含むことを特徴とする、請求項１乃至
１０のうち、いずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１２】
　前記チャンネル層の一端が前記第２導電型半導体層の下に配置されたことを特徴とする
、請求項１乃至１１のうち、いずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１３】
　前記チャンネル層の一端が前記第２導電型半導体層の下部面に接触したことを特徴とす
る、請求項１乃至１２のうち、いずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１４】
　前記第２電極の下に配置された拡散障壁層、ボンディング層を含むことを特徴とする、
請求項１乃至１３のうち、いずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１５】
　前記チャンネル層は酸化物または窒化物を含むことを特徴とする、請求項１乃至１４の
うち、いずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１６】
　前記チャンネル層の一端が前記第２導電型半導体層と前記第２電極との間に配置された
ことを特徴とする、請求項１乃至１５のうち、いずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１７】
　前記第１伝導性支持部材と前記第２伝導性支持部材は互いに離隔して配置されたことを
特徴とする、請求項１乃至１６のうち、いずれか１項に記載の発光素子。
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【請求項１８】
　前記第１伝導性支持部材と前記第２伝導性支持部材との間に配置された第２絶縁層を含
むことを特徴とする、請求項１乃至１７のうち、いずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１９】
　前記第２絶縁層は、前記第１伝導性支持部材を囲み、
　前記第２伝導性支持部材は、前記第２絶縁層を囲むことを特徴とする、請求項１８に記
載の発光素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子、発光素子パッケージ、及びライトユニットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　発光素子の１つとして発光ダイオード（ＬＥＤ：Light Emitting Diode）が多く使われ
ている。発光ダイオードは化合物半導体の特性を用いて電気信号を赤外線、可視光線、紫
外線などの光の形態に変換する。
【０００３】
　発光素子の光効率が増加するにつれて、表示装置、照明機器を始めとする多様な分野に
発光素子が適用されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、電流の集中を防止し、電気的信頼性を向上させることができる発光素
子、発光素子パッケージ、ライトユニットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一態様に従う発光素子は、第１導電型半導体層、前記第１導電型半導体層の下
にある活性層、前記活性層の下にある第２導電型半導体層を含む発光構造物、前記第１導
電型半導体層に電気的に連結された第１電極、前記第２導電型半導体層に電気的に連結さ
れた第２電極、前記発光構造物の下部の周りに配置されたチャンネル層、前記第２電極の
下に配置され、前記第２電極と電気的に連結された第１伝導性支持部材、前記第２電極の
下に配置され、前記第１伝導性支持部材と電気的に絶縁された第２伝導性支持部材、及び
前記第１電極と前記第２伝導性支持部材に電気的に連結された第１連結部を含む。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の様々な実施形態に従う発光素子、発光素子パッケージ、ライトユニットは、電
流の集中を防止し、電気的信頼性を向上させることができる長所がある。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施形態に従う発光素子を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に従う発光素子に適用された第１伝導性支持部材及び第２伝導
性支持部材の形状を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に従う発光素子製造方法を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に従う発光素子製造方法を示す図である。
【図５】本発明の実施形態に従う発光素子製造方法を示す図である。
【図６】本発明の実施形態に従う発光素子製造方法を示す図である。
【図７】本発明の実施形態に従う発光素子製造方法を示す図である。
【図８】本発明の実施形態に従う発光素子の他の例を示す図である。
【図９】本発明の実施形態に従う発光素子の他の例を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態に従う発光素子の変形例を示す図である。
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【図１１】本発明の実施形態に従う発光素子の変形例を示す図である。
【図１２】本発明の実施形態に従う発光素子の変形例を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態に従う発光素子パッケージを示す図である。
【図１４】本発明の実施形態に従う表示装置を示す図である。
【図１５】本発明の実施形態に従う表示装置の他の例を示す図である。
【図１６】本発明の実施形態に従う照明装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明を説明するに当たって、各層（膜）、領域、パターン、または構造物が、基板、
各層（膜）、領域、パッド、またはパターンの“上／の上（on）”に、または“下／の下
（under）”に形成されることと記載される場合において、“上／の上（on）”及び“下
／の下（under）”は、“直接（directly）”または“他の層を介して（indirectly）”
形成されることを全て含む。また、各層の上／の上または下／の下に対する基準は、図面
を基準として説明する。
【０００９】
　図面において、各層の厚さやサイズは説明の便宜及び明確性のために誇張、省略、また
は概略的に図示できる。また、各構成要素のサイズは必ずしも実際のサイズを忠実に反映
するものではない。
【００１０】
　以下、添付した図面を参照して実施形態に従う発光素子、発光素子パッケージ、ライト
ユニット、及び発光素子製造方法について詳細に説明する。
【００１１】
　図１は本発明の実施形態に従う発光素子を示す図であり、図２は本発明の実施形態に従
う発光素子に適用された第１伝導性支持部材及び第２伝導性支持部材の形状を示す図であ
る。
【００１２】
　実施形態に従う発光素子は、図１に示すように、発光構造物１０、第１伝導性支持部材
７０、第２伝導性支持部材７３、第１電極８０、及び第２電極８７を含むことができる。
【００１３】
　前記発光構造物１０は、第１導電型半導体層１１、活性層１２、及び第２導電型半導体
層１３を含むことができる。前記活性層１２は、前記第１導電型半導体層１１と前記第２
導電型半導体層１３との間に配置できる。前記活性層１２は前記第１導電型半導体層１１
の下に配置されることができ、前記第２導電型半導体層１３は前記活性層１２の下に配置
できる。
【００１４】
　例として、前記第１導電型半導体層１１が第１導電型ドーパントとしてｎ型ドーパント
が添加されたｎ型半導体層で形成され、前記第２導電型半導体層１３が第２導電型ドーパ
ントとしてｐ型ドーパントが添加されたｐ型半導体層で形成できる。また、前記第１導電
型半導体層１１がｐ型半導体層で形成され、前記第２導電型半導体層１３がｎ型半導体層
で形成されることもできる。
【００１５】
　前記第１導電型半導体層１１は、例えば、ｎ型半導体層を含むことができる。前記第１
導電型半導体層１１は化合物半導体で具現できる。前記第１導電型半導体層１１は、例と
してII族－VI族化合物半導体、またはIII族－V族化合物半導体で具現できる。
【００１６】
　例えば、前記第１導電型半導体層１１は、ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１
、０≦ｙ≦１、０≦ｘ＋ｙ≦１）の組成式を有する半導体材料で具現できる。前記第１導
電型半導体層１１は、例えばＧａＮ、ＡｌＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＩｎＮ、ＩｎＡ
ｌＧａＮ、ＡｌＩｎＮ、ＡｌＧａＡｓ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＡｓＰ、ＡｌＧａＩｎＰ
などから選択されることができ、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｓｅ、Ｔｅなどのｎ型ドーパントが



(5) JP 6239312 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

ドーピングできる。
【００１７】
　前記活性層１２は、前記第１導電型半導体層１１を通じて注入される電子（または、正
孔）と前記第２導電型半導体層１３を通じて注入される正孔（または、電子）と互いに合
って、前記活性層１２の形成物質に従うエネルギーバンド（Energy Band）のバンドギャ
ップ（Band Gap）の差によって光を放出する層である。前記活性層１２は、単一井戸構造
、多重井戸構造、量子点構造、または量子線構造のうち、いずれか１つで形成できるが、
これに限定されるものではない。
【００１８】
　前記活性層１２は化合物半導体で具現できる。前記活性層１２は、例としてII族－VI族
またはIII族－V族化合物半導体で具現できる。前記活性層１２は、例としてＩｎｘＡｌｙ

Ｇａ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１、０≦ｘ＋ｙ≦１）の組成式を有する半導体
材料で具現できる。前記活性層１２が前記多重井戸構造で具現された場合、前記活性層１
２は複数の井戸層と複数の障壁層が積層されて具現されることができ、例えば、ＩｎＧａ
Ｎ井戸層／ＧａＮ障壁層の周期で具現できる。
【００１９】
　前記第２導電型半導体層１３は、例えばｐ型半導体層で具現できる。前記第２導電型半
導体層１３は、化合物半導体で具現できる。前記第２導電型半導体層１３は、例としてII
族－VI族化合物半導体、またはIII族－V族化合物半導体で具現できる。
【００２０】
　例えば、前記第２導電型半導体層１３は、ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１
、０≦ｙ≦１、０≦ｘ＋ｙ≦１）の組成式を有する半導体材料で具現できる。前記第２導
電型半導体層１３は、例えばＧａＮ、ＡｌＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＩｎＮ、ＩｎＡ
ｌＧａＮ、ＡｌＩｎＮ、ＡｌＧａＡｓ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＡｓＰ、ＡｌＧａＩｎＰ
などから選択されることができ、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａなどのｐ型ドーパントが
ドーピングできる。
【００２１】
　一方、前記第１導電型半導体層１１がｐ型半導体層を含み、前記第２導電型半導体層１
３がｎ型半導体層を含むこともできる。また、前記第２導電型半導体層１３の下にはｎ型
またはｐ型半導体層を含む半導体層がさらに形成されることもできる。これによって、前
記発光構造物１０は、ｎｐ、ｐｎ、ｎｐｎ、ｐｎｐ接合構造のうち、少なくともいずれか
１つを有することができる。また、前記第１導電型半導体層１１及び前記第２導電型半導
体層１３の内の不純物のドーピング濃度は均一または不均一に形成できる。即ち、前記発
光構造物１０の構造は多様に形成されることができ、これに対して限定するものではない
。
【００２２】
　また、前記第１導電型半導体層１１と前記活性層１２との間には第１導電型ＩｎＧａＮ
／ＧａＮスーパーラティス構造またはＩｎＧａＮ／ＩｎＧａＮスーパーラティス構造が形
成されることもできる。また、前記第２導電型半導体層１３と前記活性層１２との間には
第２導電型のＡｌＧａＮ層が形成されることもできる。
【００２３】
　実施形態に従う発光素子は、前記発光構造物１０の下部の周りに配置されたチャンネル
層３０を含むことができる。例えば、前記チャンネル層３０の上部面は前記活性層１２の
上部面に比べてより高く配置できる。前記チャンネル層３０は、前記活性層１２の周りを
囲むように配置できる。前記チャンネル層３０は、前記第２導電型半導体層１３の周りを
囲むように配置できる。前記チャンネル層３０の一端は前記第２導電型半導体層１３の下
に配置できる。前記チャンネル層３０の一端は前記第２導電型半導体層１３の下部面に接
触して配置できる。前記チャンネル層３０の一端は前記第２導電型半導体層１３と前記反
射層１７との間に配置できる。前記チャンネル層３０の一端は前記第２導電型半導体層１
３と前記第２電極８７との間に配置できる。前記第２電極８７は、前記反射層１７、オー
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ミック接触層１５、第１金属層３５のうち、少なくとも１つを含むことができる。
【００２４】
　前記チャンネル層３０は、例えば酸化物または窒化物で具現できる。例えば、前記チャ
ンネル層３０は、ＳｉＯ２、ＳｉｘＯｙ、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉｘＮｙ、ＳｉＯｘＮｙ、Ａｌ

２Ｏ３、ＴｉＯ２、ＡｌＮなどからなる群から少なくとも１つが選択されて形成できる。
前記チャンネル層３０はアイソレーション層と称されることもできる。前記チャンネル層
３０は、今後、前記発光構造物１０に対するアイソレーション工程時、エッチングストッ
パーの機能を遂行することができ、またアイソレーション工程による発光素子の電気的な
特性の低下を防止することができる。
【００２５】
　前記第１電極８０は、前記第１導電型半導体層１１に電気的に連結できる。前記第１電
極８０は、前記第１導電型半導体層１１の上に配置できる。前記第１電極８０は、前記第
１導電型半導体層１１に接触できる。前記反射層１７は、前記第２導電型半導体層１３に
電気的に連結できる。前記反射層１７は、前記発光構造物１０の下に配置できる。前記反
射層１７は、前記第２導電型半導体層１３の下に配置できる。
【００２６】
　実施形態によれば、前記第２電極８７は、前記反射層１７、オーミック接触層１５、第
１金属層３５のうち、少なくとも１つを含むことができる。前記第２電極８７は、前記第
２導電型半導体層１３に電気的に連結できる。前記第２電極８７は、前記発光構造物１０
の下に配置できる。前記第２電極８７は、前記第２導電型半導体層１３の下に配置できる
。
【００２７】
　実施形態による発光素子は、前記反射層１７と前記第２導電型半導体層１３との間に配
置されたオーミック接触層１５を含むことができる。前記オーミック接触層１５は、前記
第２導電型半導体層１３に接触して配置できる。
【００２８】
　前記オーミック接触層１５は、前記発光構造物１０とオーミック接触するように形成で
きる。前記オーミック接触層１５は、前記発光構造物１０とオーミック接触する領域を含
むことができる。前記反射層１７は、前記第２導電型半導体層１３に電気的に連結できる
。また、前記反射層１７は前記発光構造物１０から入射される光を反射させて外部に抽出
される光量を増加させる機能を遂行することができる。
【００２９】
　前記オーミック接触層１５は、例えば透明伝導性酸化膜で形成できる。前記オーミック
接触層１５は、例として、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide）、ＩＺＯ（Indium Zinc Oxide）
、ＡＺＯ（Aluminum Zinc Oxide）、ＡＧＺＯ（Aluminum Gallium Zinc Oxide ）、ＩＺ
ＴＯ（Indium Zinc Tin Oxide）、ＩＡＺＯ（Indium Aluminum Zinc Oxide）、ＩＧＺＯ
（Indium Gallium Zinc Oxide）、ＩＧＴＯ（Indium Gallium Tin Oxide）、ＡＴＯ（Ant
imony Tin Oxide）、ＧＺＯ（Gallium Zinc Oxide）、ＩＺＯN（IZO Nitride）、ＺｎＯ
、ＩｒＯｘ、ＲｕＯｘ、ＮｉＯ、Ｐｔ、Ａｇ、Ｔｉのうちから選択された少なくとも１つ
の物質で形成できる。
【００３０】
　前記反射層１７は高反射率を有する物質で形成できる。例えば、前記反射層１７は、Ａ
ｇ、Ｎｉ、Ａｌ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｕ、Ｈｆのうち
、少なくとも１つを含む金属または合金で形成できる。また、前記反射層１７は、前記金
属または合金とＩＴＯ（Indium-Tin-Oxide）、ＩＺＯ（Indium-Zinc-Oxide）、ＩＺＴＯ
（Indium-Zinc-Tin-Oxide）、ＩＡＺＯ（Indium-Aluminum-Zinc-Oxide）、ＩＧＺＯ（Ind
ium-Gallium-Zinc-Oxide）、ＩＧＴＯ（Indium-Gallium-Tin-Oxide）、ＡＺＯ（Aluminum
-Zinc-Oxide）、ＡＴＯ（Antimony-Tin-Oxide）などの透光性伝導性物質を用いて多層に
形成できる。例えば、実施形態において、前記反射層１７は、Ａｇ、Ａｌ、Ａｇ－Ｐｄ－
Ｃｕ合金、またはＡｇ－Ｃｕ合金のうち、少なくともいずれか１つを含むことができる。
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【００３１】
　例えば、前記反射層１７はＡｇ層とＮｉ層とが交互に形成されることもでき、Ｎｉ／Ａ
ｇ／Ｎｉ、あるいはＴｉ層、Ｐｔ層を含むこともできる。また、前記オーミック接触層１
５は前記反射層１７の下に形成され、少なくとも一部が前記反射層１７を通過して前記発
光構造物１０とオーミック接触されることもできる。
【００３２】
　実施形態に従う発光素子は、前記反射層１７の下に配置された第１金属層３５を含むこ
とができる。前記第１金属層３５は、Ａｕ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｔｉ－Ｗ、Ｃｒ、Ｗ、Ｐ
ｔ、Ｖ、Ｆｅ、Ｍｏ物質のうち、少なくとも１つを含むことができる。
【００３３】
　実施形態に従う発光素子は、前記第１金属層３５の下に配置された第２金属層５０及び
第３金属層５３を含むことができる。
【００３４】
　前記第２金属層５０及び前記第３金属層５３は、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｔｉ－Ｗ、Ｃｒ、
Ｗ、Ｐｔ、Ｖ、Ｆｅ、Ｍｏ物質のうち、少なくとも１つを含むことができる。前記第２金
属層５０及び前記第３金属層５３は、拡散障壁層の機能を遂行することもできる。前記第
２金属層５０の下に第１ボンディング層６０、第１伝導性支持部材７０が配置できる。前
記第３金属層５３の下に第２ボンディング層６３、第２伝導性支持部材７３が配置できる
。
【００３５】
　前記第２金属層５０及び前記第３金属層５３は、前記第１ボンディング層６０と前記第
２ボンディング層６３が提供される工程で、前記第１ボンディング層６０または第２ボン
ディング層６３に含まれた物質の前記反射層１７方向への拡散を防止する機能を遂行する
ことができる。前記第２金属層５０及び前記第３金属層５３は、前記第１ボンディング層
６０または第２ボンディング層６３に含まれたスズ（Ｓｎ）などの物質が前記反射層１７
に影響を及ぼすことを防止することができる。
【００３６】
　前記第１ボンディング層６０及び前記第２ボンディング層６３は、バリア金属またはボ
ンディング金属などを含み、例えば、Ｔｉ、Ａｕ、Ｓｎ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｂｉ
、Ｃｕ、Ａｇ、Ｎｂ、Ｐｄ、またはＴａのうち、少なくとも１つを含むことができる。前
記第１伝導性支持部材７０及び前記第２伝導性支持部材７３は、実施形態に従う発光構造
物１０を支持し、放熱機能を遂行することができる。前記第１ボンディング層６０及び前
記第２ボンディング層６３は、シード層で具現できる。
【００３７】
　前記第１伝導性支持部材７０及び前記第２伝導性支持部材７３は、例えば、Ｔｉ、Ｃｒ
、Ｎｉ、Ａｌ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｗ、Ｃｕ、Ｍｏ、Ｃｕ－Ｗ、または不純物が注入された半導
体基板（例：Ｓｉ、Ｇｅ、ＧａＮ、ＧａＡｓ、ＺｎＯ、ＳｉＣ、ＳｉＧｅ等）のうち、少
なくともいずれか１つで形成できる。
【００３８】
　実施形態によれば、前記第１電極８０及び前記第２電極８７を通じて前記発光構造物１
０に電源が印加できるようになる。実施形態によれば、前記第１電極８０は、オーミック
層、中間層、上部層で具現できる。前記オーミック層は、Ｃｒ、Ｖ、Ｗ、Ｔｉ、Ｚｎなど
から選択された物質を含んでオーミック接触を具現することができる。前記中間層は、Ｎ
ｉ、Ｃｕ、Ａｌなどから選択された物質で具現できる。前記上部層は、例えばＡｕを含む
ことができる。前記第１電極８０は、Ｃｒ、Ｖ、Ｗ、Ｔｉ、Ｚｎ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｌ、Ａ
ｕ、Ｍｏのうち、少なくとも１つを含むことができる。
【００３９】
　前記第１導電型半導体層１１の上部面にラフネス（roughness）８５が形成できる。こ
れによって、前記ラフネス８５が形成された領域から上方に抽出される光の光量を増加さ
せることができるようになる。
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【００４０】
　実施形態によれば、前記反射層１７の下に配置された前記第１金属層３５と前記第１伝
導性支持部材７０が電気的に連結される。前記第１金属層３５は、前記第２金属層５０と
前記第１ボンディング層６０を通じて前記第１伝導性支持部材７０と電気的に連結できる
。
【００４１】
　実施形態に従う発光素子は、前記第１金属層３５と前記第３金属層５３との間に配置さ
れた第１絶縁層４０を含むことができる。前記第１絶縁層４０の下に第２絶縁層４３が配
置できる。前記第２絶縁層４３は、前記第２金属層５０と前記第３金属層５３との間に配
置できる。また、前記第２絶縁層４３は前記第１ボンディング層６０と前記第２ボンディ
ング層６３との間に配置できる。
【００４２】
　前記第１絶縁層４０と前記第２絶縁層４３は、前記第１金属層３５と前記第３金属層５
３を絶縁させることができる。前記第１絶縁層４０と前記第２絶縁層４３は、前記第１金
属層３５と前記第２伝導性支持部材７３を絶縁させることができる。前記第１絶縁層４０
は、例えば酸化物または窒化物で具現できる。例えば、前記第１絶縁層４０と前記第２絶
縁層４３は、ＳｉＯ２、ＳｉｘＯｙ、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉｘＮｙ、ＳｉＯｘＮｙ、Ａｌ２Ｏ

３、ＴｉＯ２、ＡｌＮなどからなる群から少なくとも１つが選択されて形成できる。
【００４３】
　前記第１絶縁層４０は、前記第１金属層３５の周りを囲むように配置できる。前記第１
絶縁層４０の一部の領域は、前記反射層１７の側面に接触して配置できる。前記第１絶縁
層４０の上部面は、前記発光構造物１０の下部の周りに露出できる。前記第１絶縁層４０
は、前記チャンネル層３０の周りを囲むように配置できる。
【００４４】
　実施形態に従う発光素子は、第１連結部９０を含むことができる。前記第１連結部９０
は、前記第１電極８０と前記第２伝導性支持部材７３に電気的に連結できる。前記第１連
結部９０は、例としてＣｒ、Ｖ、Ｗ、Ｔｉ、Ｚｎ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｌ、Ａｕ、Ｍｏ
のうち、少なくとも１つを含むことができる。
【００４５】
　前記第１連結部９０は、前記第１電極８０に接触できる。前記第１連結部９０は、前記
第３金属層５３に電気的に連結できる。前記第１連結部９０は、前記第３金属層５３に接
触できる。前記第１連結部９０は、前記第３金属層５３、前記第２ボンディング層６３を
通じて前記第２伝導性支持部材７３に電気的に連結できる。
【００４６】
　前記第１連結部９０は、前記第１絶縁層４０を貫通して配置できる。前記第１連結部９
０は、前記第１絶縁層４０を貫通して前記第２伝導性支持部材７３に電気的に連結できる
。また、前記第１連結部９０は前記チャンネル層３０を貫通して前記第３金属層５３に電
気的に連結されることもできる。前記第１連結部９０は、前記チャンネル層３０と前記絶
縁層４０を貫通して前記第３金属層５３に電気的に連結されることもできる。
【００４７】
　前記第１連結部９０は、前記発光構造物１０の側面に配置できる。前記第１連結部９０
は、前記第１導電型半導体層１１の側面に配置できる。前記第１連結部９０は、前記第１
導電型半導体層１１の側面に接触できる。前記チャンネル層３０は、前記第１連結部９０
と前記活性層１２を絶縁させることができる。前記チャンネル層３０は、前記第１連結部
９０と前記第２導電型半導体層１３を絶縁させることができる。前記第１連結部９０は、
前記活性層１２と少なくとも３マイクロメートル以上離隔して配置できる。
【００４８】
　実施形態に従う発光素子は、前記第２電極８７の下部に配置された前記第２伝導性支持
部材７３を通じて前記第２電極８７の上部に配置された前記第１導電型半導体層１１に電
気的に連結できる。これによって、前記第２伝導性支持部材７３をボンディングパッドに
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付着させる方法などにより前記第１導電型半導体層１１に電源を提供することができる。
【００４９】
　また、実施形態によれば、前記第２電極８７の下部に配置された前記第１伝導性支持部
材７０を通じて前記第２電極８７に電気的に連結できる。これによって、前記第１伝導性
支持部材７０をボンディングパッドに付着させる方法などにより前記第２導電型半導体層
１３に電源を提供することができる。
【００５０】
　前記第２電極８７の下に配置された前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持
部材７３は電気的に絶縁できる。前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持部材
７３は互いに離隔して配置できる。前記第１伝導性支持部材７０の下部面と前記第２伝導
性支持部材７３の下部面が同一平面に配置できる。
【００５１】
　例として、図２に示すように、前記第２伝導性支持部材７３が前記第１伝導性支持部材
７０の周りに配置できる。また、前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持部材
７３との間に第３絶縁層４７が配置できる。
【００５２】
　このように、実施形態に従う発光素子によれば、前記第１伝導性支持部材７０と前記第
２伝導性支持部材７３を通じて前記発光構造物１０に電源を提供することができる。これ
によって、実施形態によれば、電流の集中を防止し、電気的信頼性を向上させることがで
きる。また、前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持部材７３が同一平面に配
置されるにつれて、ボンディングパッドなどに容易に付着させることができる。
【００５３】
　次に、図３乃至図７を参照して実施形態に従う発光素子製造方法を説明する。
【００５４】
　実施形態に従う発光素子製造方法によれば、図３に示すように、基板５の上に第１導電
型半導体層１１、活性層１２、第２導電型半導体層１３が形成できる。前記第１導電型半
導体層１１、前記活性層１２、前記第２導電型半導体層１３は、発光構造物１０として定
義できる。
【００５５】
　前記基板５は、例えば、サファイア基板（Ａｌ２Ｏ３）、ＳｉＣ、ＧａＡｓ、ＧａＮ、
ＺｎＯ、Ｓｉ、ＧａＰ、ＩｎＰ、Ｇｅのうち、少なくとも１つで形成されることができ、
これに対して限定するものではない。前記第１導電型半導体層１１と前記基板５との間に
はバッファ層がさらに形成できる。
【００５６】
　例として、前記第１導電型半導体層１１が第１導電型ドーパントとしてｎ型ドーパント
が添加されたｎ型半導体層で形成され、前記第２導電型半導体層１３が第２導電型ドーパ
ントとしてｐ型ドーパントが添加されたｐ型半導体層で形成できる。また、前記第１導電
型半導体層１１がｐ型半導体層で形成され、前記第２導電型半導体層１３がｎ型半導体層
で形成されることもできる。
【００５７】
　前記第１導電型半導体層１１は、例えば、ｎ型半導体層を含むことができる。前記第１
導電型半導体層１１はＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１、０≦ｘ
＋ｙ≦１）の組成式を有する半導体材料で形成できる。前記第１導電型半導体層１１は、
例えばＩｎＡｌＧａＮ、ＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＡｌＩｎＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＮ、ＩｎＮ
などから選択されることができ、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｓｅ、Ｔｅなどのｎ型ドーパントが
ドーピングできる。
【００５８】
　前記活性層１２は、前記第１導電型半導体層１１を通じて注入される電子（または、正
孔）と前記第２導電型半導体層１３を通じて注入される正孔（または、電子）が互いに合
って、前記活性層１２の形成物質に従うエネルギーバンド（Energy Band）のバンドギャ
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ップ（Band Gap）の差によって光を放出する層である。前記活性層１２は、単一井戸構造
、多重井戸構造、量子点構造、または量子線構造のうち、いずれか１つで形成できるが、
これに限定されるものではない。
【００５９】
　前記活性層１２は、ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１、０≦ｘ
＋ｙ≦１）の組成式を有する半導体材料で形成できる。前記活性層１２が前記多重井戸構
造で形成された場合、前記活性層１２は複数の井戸層と複数の障壁層が積層されて形成さ
れることができ、例えば、ＩｎＧａＮ井戸層／ＧａＮ障壁層の周期で形成できる。
【００６０】
　前記第２導電型半導体層１３は、例えばｐ型半導体層で具現できる。前記第２導電型半
導体層１３は、ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１、０≦ｘ＋ｙ≦
１）の組成式を有する半導体材料で形成できる。前記第２導電型半導体層１３は、例えば
ＩｎＡｌＧａＮ、ＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＩｎＮ、ＡｌＮ、ＩｎＮなどか
ら選択されることができ、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａなどのｐ型ドーパントがドーピ
ングできる。
【００６１】
　一方、前記第１導電型半導体層１１がｐ型半導体層を含み、前記第２導電型半導体層１
３がｎ型半導体層を含むこともできる。また、前記第２導電型半導体層１３の上にはｎ型
またはｐ型半導体層を含む半導体層がさらに形成されることもでき、これによって、前記
発光構造物１０はｎｐ、ｐｎ、ｎｐｎ、ｐｎｐ接合構造のうち、少なくともいずれか１つ
を有することができる。また、前記第１導電型半導体層１１及び前記第２導電型半導体層
１３の内の不純物のドーピング濃度は均一または不均一に形成できる。即ち、前記発光構
造物１０の構造は多様に形成されることができ、これに対して限定するものではない。
【００６２】
　また、前記第１導電型半導体層１１と前記活性層１２との間には第１導電型ＩｎＧａＮ
／ＧａＮスーパーラティス構造、またはＩｎＧａＮ／ＩｎＧａＮスーパーラティス構造が
形成できる。また、前記第２導電型半導体層１３と前記活性層１２との間には第２導電型
のＡｌＧａＮ層が形成されることもできる。
【００６３】
　次に、図４に示すように、前記発光構造物１０に対するエッチングを遂行して前記第１
導電型半導体層１１の一部の領域を露出させることができる。この際、前記エッチングは
湿式エッチングまたは乾燥式エッチングにより遂行できる。
【００６４】
　そして、図５に示すように、前記発光構造物１０に、チャンネル層３０、オーミック接
触層１５、及び反射層１７を形成することができる。
【００６５】
　例えば、前記チャンネル層３０は、ＳｉＯ２、ＳｉｘＯｙ、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉｘＮｙ、
ＳｉＯｘＮｙ、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２、ＡｌＮなどからなる群から少なくとも１つが選択
されて形成できる。
【００６６】
　前記反射層１７と前記第２導電型半導体層１３との間にオーミック接触層１５が配置で
きる。前記オーミック接触層１５は前記第２導電型半導体層１３に接触して配置できる。
【００６７】
　前記オーミック接触層１５は、前記発光構造物１０とオーミック接触するように形成で
きる。前記反射層１７は、前記第２導電型半導体層１３に電気的に連結できる。
【００６８】
　前記オーミック接触層１５は、例えば透明伝導性酸化膜で形成できる。前記オーミック
接触層１５は、例としてＩＴＯ（Indium Tin Oxide）、ＩＺＯ（Indium Zinc Oxide）、
ＡＺＯ（Aluminum Zinc Oxide）、ＡＧＺＯ（Aluminum Gallium Zinc Oxide ）、ＩＺＴ
Ｏ（Indium Zinc Tin Oxide）、ＩＡＺＯ（Indium Aluminum Zinc Oxide）、ＩＧＺＯ（I
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ndium Gallium Zinc Oxide）、ＩＧＴＯ（Indium Gallium Tin Oxide）、ＡＴＯ（Antimo
ny Tin Oxide）、ＧＺＯ（Gallium Zinc Oxide）、ＩＺＯＮ（IZO Nitride）、ＺｎＯ、
ＩｒＯｘ、ＲｕＯｘ、ＮｉＯ、Ｐｔ、Ａｇ、Ｔｉのうちから選択された少なくとも１つの
物質で形成できる。
【００６９】
　前記反射層１７は、高反射率を有する物質で形成できる。例えば、前記反射層１７は、
Ａｇ、Ｎｉ、Ａｌ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｕ、Ｈｆのう
ち、少なくとも１つを含む金属または合金で形成できる。また、前記反射層１７は、前記
金属または合金とＩＴＯ（Indium-Tin-Oxide）、ＩＺＯ（Indium-Zinc-Oxide）、ＩＺＴ
Ｏ（Indium-Zinc-Tin-Oxide）、ＩＡＺＯ（Indium-Aluminum-Zinc-Oxide）、ＩＧＺＯ（I
ndium-Gallium-Zinc-Oxide）、ＩＧＴＯ（Indium-Gallium-Tin-Oxide）、ＡＺＯ（Alumin
um-Zinc-Oxide）、ＡＴＯ（Antimony-Tin-Oxide）などの透光性伝導性物質を用いて多層
に形成できる。例えば、実施形態において、前記反射層１７はＡｇ、Ａｌ、Ａｇ－Ｐｄ－
Ｃｕ合金、またはＡｇ－Ｃｕ合金のうち、少なくともいずれか１つを含むことができる。
【００７０】
　例えば、前記反射層１７はＡｇ層とＮｉ層とが交互に形成されることもでき、Ｎｉ／Ａ
ｇ／Ｎｉ、あるいはＴｉ層、Ｐｔ層を含むことができる。また、前記オーミック接触層１
５は前記反射層１７の下に形成され、少なくとも一部が前記反射層１７を通過して前記発
光構造物１０とオーミック接触することもできる。
【００７１】
　次に、図６に示すように、前記反射層１７の上に、第１金属層３５、第１絶縁層４０、
第２金属層５０、第３金属層５３、第２絶縁層４３、第１ボンディング層６０、第２ボン
ディング層６３、第１伝導性支持部材７０、及び第２伝導性支持部材７３が形成できる。
【００７２】
　実施形態によれば、第２電極８７は、前記反射層１７、前記オーミック接触層１５、前
記第１金属層３５のうち、少なくとも１つを含むことができる。
【００７３】
　前記第１金属層３５は、Ａｕ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｔｉ－Ｗ、Ｃｒ、Ｗ、Ｐｔ、Ｖ、Ｆ
ｅ、Ｍｏ物質のうち、少なくとも１つを含むことができる。
【００７４】
　前記第１絶縁層４０は、前記第１金属層３５と前記第３金属層５３との間に配置できる
。前記第１絶縁層４０の上に前記第２絶縁層４３が配置できる。前記第２絶縁層４３は、
前記第２金属層５０と前記第３金属層５３との間に配置できる。また、前記第２絶縁層４
３は、前記第１ボンディング層６０と前記第２ボンディング層６３との間に配置できる。
【００７５】
　前記第１絶縁層４０と前記第２絶縁層４３は、前記第１金属層３５と前記第３金属層５
３を絶縁させることができる。前記第１絶縁層４０と前記第２絶縁層４３は、前記第１金
属層３５と前記第２伝導性支持部材７３を絶縁させることができる。前記第１絶縁層４０
は、例えば酸化物または窒化物で具現できる。例えば、前記第１絶縁層４０と前記第２絶
縁層４３はＳｉＯ２、ＳｉｘＯｙ、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉｘＮｙ、ＳｉＯｘＮｙ、Ａｌ２Ｏ３

、ＴｉＯ２、ＡｌＮなどからなる群から少なくとも１つが選択されて形成できる。
【００７６】
　前記第１絶縁層４０は、前記第１金属層３５の周りを囲むように配置できる。前記第１
絶縁層４０の一部の領域は、前記反射層１７の側面に接触して配置できる。前記第１絶縁
層４０は、前記チャンネル層３０の周りを囲むように配置できる。
【００７７】
　前記第２金属層５０及び前記第３金属層５３は、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｔｉ－Ｗ、Ｃｒ、
Ｗ、Ｐｔ、Ｖ、Ｆｅ、Ｍｏ物質のうち、少なくとも１つを含むことができる。前記第２金
属層５０及び前記第３金属層５３は、拡散障壁層の機能を遂行することもできる。
【００７８】
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　前記第２金属層５０及び前記第３金属層５３は、前記第１ボンディング層６０または前
記第２ボンディング層６３が提供される工程で前記第１ボンディング層６０または前記第
２ボンディング層６３に含まれた物質の前記反射層１７方向への拡散を防止する機能を遂
行することができる。前記第２金属層５０及び前記第３金属層５３は、前記第１ボンディ
ング層６０または第２ボンディング層６３に含まれたスズ（Ｓｎ）などの物質が前記反射
層１７に影響を及ぼすことを防止することができる。
【００７９】
　前記第１ボンディング層６０及び前記第２ボンディング層６３は、バリア金属またはボ
ンディング金属などを含み、例えば、Ｔｉ、Ａｕ、Ｓｎ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｂｉ
、Ｃｕ、Ａｇ、Ｎｂ、Ｐｄ、またはＴａのうち、少なくとも１つを含むことができる。前
記第１伝導性支持部材７０及び前記第２伝導性支持部材７３は、実施形態に従う発光構造
物１０を支持し、放熱機能を遂行することができる。前記第１ボンディング層６０及び前
記第２ボンディング層６３は、シード層で具現できる。
【００８０】
　前記第１伝導性支持部材７０及び前記第２伝導性支持部材７３は、例えば、Ｔｉ、Ｃｒ
、Ｎｉ、Ａｌ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｗ、Ｃｕ、Ｍｏ、Ｃｕ－Ｗ、または不純物が注入された半導
体基板（例：Ｓｉ、Ｇｅ、ＧａＮ、ＧａＡｓ、ＺｎＯ、ＳｉＣ、ＳｉＧｅ等）のうち、少
なくともいずれか１つで形成できる。
【００８１】
　次に、前記第１導電型半導体層１１から前記基板５を除去する。一例として、前記基板
５は、レーザーリフトオフ（ＬＬＯ：Laser Lift Off）工程により除去できる。レーザー
リフトオフ工程（ＬＬＯ）は、前記基板５の下面にレーザーを照射して、前記基板５と前
記第１導電型半導体層１１とを互いに剥離させる工程である。
【００８２】
　そして、図７に示すように、アイソレーションエッチングを遂行して前記発光構造物１
０の側面をエッチングし、前記チャンネル層３０の一部の領域が露出できるようになる。
この際、前記第１絶縁層４０の一部の領域が露出されることもできる。前記アイソレーシ
ョンエッチングは、例えば、ＩＣＰ（Inductively Coupled Plasma）のような乾式エッチ
ングにより実施できるが、これに対して限定するものではない。
【００８３】
　前記発光構造物１０の上部面にラフネス（roughness）８５が形成できる。前記発光構
造物１０の上部面に光抽出パターンが提供できる。前記発光構造物１０の上部面に凹凸パ
ターンが提供できる。前記発光構造物１０に提供される光抽出パターンは、一例として、
ＰＥＣ（Photo Electro Chemical）エッチング工程により形成できる。これによって、実
施形態によれば、外部光抽出効果を上昇させることができる。
【００８４】
　次に、図７に示すように、前記発光構造物１０の上に、第１電極８０、及び第１連結部
９０が形成できる。
【００８５】
　前記第１電極８０は、前記第１導電型半導体層１１に電気的に連結できる。前記第１電
極８０の一部の領域は、前記第１導電型半導体層１１に接触できる。実施形態によれば、
前記第１電極８０及び前記第２電極８７を通じて前記発光構造物１０に電源が印加できる
ようになる。前記第２電極８７は、前記オーミック接触層１５、前記反射層１７、前記第
１金属層３５のうち、少なくとも１つを含むことができる。
【００８６】
　前記第１電極８０は、オーミック層、中間層、上部層で具現できる。前記オーミック層
は、Ｃｒ、Ｖ、Ｗ、Ｔｉ、Ｚｎなどから選択された物質を含んでオーミック接触を具現す
ることができる。前記中間層は、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｌなどから選択された物質で具現できる
。前記上部層は、例えばＡｕを含むことができる。前記第１電極８０は、Ｃｒ、Ｖ、Ｗ、
Ｔｉ、Ｚｎ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｌ、Ａｕのうち、少なくとも１つを含むことができる。
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【００８７】
　前記第１連結部９０は、前記第１電極８０と前記第２伝導性支持部材７３に電気的に連
結できる。前記第１連結部９０は、例としてＣｒ、Ｖ、Ｗ、Ｔｉ、Ｚｎ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｃ
ｕ、Ａｌ、Ａｕ、Ｍｏのうち、少なくとも１つを含むことができる。
【００８８】
　前記第１連結部９０は、前記第１電極８０に接触できる。前記第１連結部９０は、前記
第３金属層５３に電気的に連結できる。前記第１連結部９０は、前記第３金属層５３に接
触できる。前記第１連結部９０は、前記第３金属層５３、前記第２ボンディング層６３を
通じて前記第２伝導性支持部材７３に電気的に連結できる。
【００８９】
　前記第１連結部９０は、前記第１絶縁層４０を貫通して配置できる。前記第１連結部９
０は、前記第１絶縁層４０を貫通して前記第２伝導性支持部材７３に電気的に連結できる
。また、前記第１連結部９０は、前記チャンネル層３０を貫通して前記第３金属層５３に
電気的に連結されることもできる。前記第１連結部９０は、前記チャンネル層３０と前記
絶縁層４０を貫通して前記第３金属層５３に電気的に連結されることもできる。
【００９０】
　前記第１連結部９０は、前記発光構造物１０の側面に配置できる。前記第１連結部９０
は、前記第１導電型半導体層１１の側面に配置できる。前記第１連結部９０は、前記第１
導電型半導体層１１の側面に接触できる。前記チャンネル層３０は、前記第１連結部９０
と前記活性層１２を絶縁させることができる。前記チャンネル層３０は、前記第１連結部
９０と前記第２導電型半導体層１３を絶縁させることができる。前記第１連結部９０は、
前記活性層１２と少なくとも３マイクロメートル以上離隔して配置できる。
【００９１】
　実施形態に従う発光素子は、前記第２電極８７の下部に配置された前記第２伝導性支持
部材７３を通じて前記第２電極８７の上部に配置された前記第１導電型半導体層１１に電
気的に連結できる。これによって、前記第２伝導性支持部材７３をボンディングパッドに
付着させる方法などにより前記第１導電型半導体層１１に電源を提供することができる。
【００９２】
　また、実施形態によれば、前記第２電極８７の下部に配置された前記第１伝導性支持部
材７０を通じて前記第２電極８７に電気的に連結できる。これによって、前記第１伝導性
支持部材７０をボンディングパッドに付着させる方法などにより前記第２導電型半導体層
１３に電源を提供することができる。
【００９３】
　前記第２電極８７の下に配置された前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持
部材７３は電気的に絶縁できる。前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持部材
７３は互いに離隔して配置できる。前記第１伝導性支持部材７０の下部面と前記第２伝導
性支持部材７３の下部面が同一平面に配置できる。
【００９４】
　例として、図２に示すように、前記第２伝導性支持部材７３が前記第１伝導性支持部材
７０の周りに配置できる。また、前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持部材
７３との間に第３絶縁層４７が配置できる。
【００９５】
　このように実施形態に従う発光素子によれば、前記第１伝導性支持部材７０と前記第２
伝導性支持部材７３を通じて前記発光構造物１０に電源が提供できるようになる。これに
よって、実施形態によれば、電流の集中を防止し、電気的信頼性を向上させることができ
るようになる。また、前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持部材７３が同一
平面に配置されることによって、ボンディングパッドなどに容易に付着させることができ
る。
【００９６】
　一方、前述した各層の形成工程は１つの例示であり、その工程順序は多様に変形できる
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。
【００９７】
　図８は、本発明の実施形態に従う発光素子の他の例を示す図である。図８に図示された
発光素子を説明するに当たって、図１を参照して説明された部分と重複する事項に対して
は説明を省略する。
【００９８】
　図８に図示された実施形態によれば、発光構造物１０の下部の周りにチャンネル層３０
が配置され、第１絶縁層４０が前記発光構造物１０の下部の周りに露出しないことがある
。
【００９９】
　実施形態に従う発光素子は、前記発光構造物１０の下部の周りに配置された前記チャン
ネル層３０を含むことができる。例えば、前記チャンネル層３０の上部面は活性層１２の
上部面に比べてより高く配置できる。前記チャンネル層３０は、前記活性層１２の周りを
囲むように配置できる。前記チャンネル層３０は、第２導電型半導体層１３の周りを囲む
ように配置できる。前記チャンネル層３０の一端は、前記第２導電型半導体層１３の下に
配置できる。前記チャンネル層３０の一端は、前記第２導電型半導体層１３の下部面に接
触して配置できる。前記チャンネル層３０の一端は、前記第２導電型半導体層１３と反射
層１７との間に配置できる。前記チャンネル層３０の一端は、前記第２導電型半導体層１
３と第２電極８７との間に配置できる。前記第２電極８７は、前記反射層１７、オーミッ
ク接触層１５、第１金属層３５のうち、少なくとも１つを含むことができる。
【０１００】
　前記チャンネル層３０は、例えば酸化物または窒化物で具現できる。例えば、前記チャ
ンネル層３０は、ＳｉＯ２、ＳｉｘＯｙ、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉｘＮｙ、ＳｉＯｘＮｙ、Ａｌ

２Ｏ３、ＴｉＯ２、ＡｌＮなどからなる群から少なくとも１つが選択されて形成できる。
前記チャンネル層３０はアイソレーション層と称されることもできる。前記チャンネル層
３０は、今後、前記発光構造物１０に対するアイソレーション工程時、エッチングストッ
パーの機能を遂行することができ、また、アイソレーション工程による発光素子の電気的
な特性の低下を防止することができる。
【０１０１】
　実施形態によれば、前記反射層１７の下に配置された前記第１金属層３５と第１伝導性
支持部材７０が電気的に連結される。前記第１金属層３５は、前記第２金属層５０と前記
第１ボンディング層６０を通じて前記第１伝導性支持部材７０と電気的に連結できる。
【０１０２】
　実施形態に従う発光素子は、第１金属層３５と第３金属層５３との間に配置された第１
絶縁層４０を含むことができる。前記第１絶縁層４０の下に第２絶縁層４３が配置できる
。前記第２絶縁層４３は、前記第２金属層５０と前記第３金属層５３との間に配置できる
。また、前記第２絶縁層４３は第１ボンディング層６０と第２ボンディング層６３との間
に配置できる。
【０１０３】
　前記第１絶縁層４０と前記第２絶縁層４３は、前記第１金属層３５と前記第３金属層５
３を絶縁させることができる。前記第１絶縁層４０と前記第２絶縁層４３は、前記第１金
属層３５と第２伝導性支持部材７３を絶縁させることができる。前記第１絶縁層４０は、
例えば酸化物または窒化物で具現できる。例えば、前記第１絶縁層４０と前記第２絶縁層
４３は、ＳｉＯ２、ＳｉｘＯｙ、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉｘＮｙ、ＳｉＯｘＮｙ、Ａｌ２Ｏ３、
ＴｉＯ２、ＡｌＮなどからなる群から少なくとも１つが選択されて形成できる。
【０１０４】
　前記第１絶縁層４０は、前記第１金属層３５の周りを囲むように配置できる。前記第１
絶縁層４０の一部の領域は、前記反射層１７の側面に接触して配置できる。
【０１０５】
　実施形態に従う発光素子は、第１連結部９０を含むことができる。前記第１連結部９０
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は、前記第１電極８０と前記第２伝導性支持部材７３に電気的に連結できる。前記第１連
結部９０は、例としてＣｒ、Ｖ、Ｗ、Ｔｉ、Ｚｎ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｌ、Ａｕ、Ｍｏ
のうち、少なくとも１つを含むことができる。
【０１０６】
　前記第１連結部９０は、前記第１電極８０に接触できる。前記第１連結部９０は、前記
第３金属層５３に電気的に連結できる。前記第１連結部９０は、前記第３金属層５３に接
触できる。前記第１連結部９０は、前記第３金属層５３、前記第２ボンディング層６３を
通じて前記第２伝導性支持部材７３に電気的に連結できる。
【０１０７】
　前記第１連結部９０は、前記第１絶縁層４０を貫通して配置できる。前記第１連結部９
０は、前記第１絶縁層４０を貫通して前記第２伝導性支持部材７３に電気的に連結できる
。また、前記第１連結部９０は、前記チャンネル層３０を貫通して前記第３金属層５３に
電気的に連結されることもできる。前記第１連結部９０は、前記チャンネル層３０と前記
絶縁層４０を貫通して前記第３金属層５３に電気的に連結されることもできる。
【０１０８】
　前記第１連結部９０は、前記発光構造物１０の側面に配置できる。前記第１連結部９０
は、前記第１導電型半導体層１１の側面に配置できる。前記第１連結部９０は、前記第１
導電型半導体層１１の側面に接触できる。前記チャンネル層３０は、前記第１連結部９０
と前記活性層１２を絶縁させることができる。前記チャンネル層３０は、前記第１連結部
９０と前記第２導電型半導体層１３を絶縁させることができる。前記第１連結部９０は、
前記活性層１２と少なくとも３マイクロメートル以上離隔して配置できる。
【０１０９】
　実施形態に従う発光素子は、前記第２電極８７の下部に配置された前記第２伝導性支持
部材７３を通じて前記第２電極８７の上部に配置された前記第１導電型半導体層１１に電
気的に連結できる。これによって、前記第２伝導性支持部材７３をボンディングパッドに
付着させる方法などにより前記第１導電型半導体層１１に電源を提供することができる。
【０１１０】
　また、実施形態によれば、前記第２電極８７の下部に配置された前記第１伝導性支持部
材７０を通じて前記第２電極８７に電気的に連結できる。これによって、前記第１伝導性
支持部材７０をボンディングパッドに付着させる方法などにより前記第２導電型半導体層
１３に電源を提供することができる。
【０１１１】
　前記第２電極８７の下に配置された前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持
部材７３は電気的に絶縁できる。前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持部材
７３とは互いに離隔して配置できる。前記第１伝導性支持部材７０の下部面と前記第２伝
導性支持部材７３の下部面が同一平面に配置できる。
【０１１２】
　例として、図２に示すように、前記第２伝導性支持部材７３が前記第１伝導性支持部材
７０の周りに配置できる。また、前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持部材
７３との間に第３絶縁層４７が配置できる。
【０１１３】
　このように、実施形態に従う発光素子によれば、前記第１伝導性支持部材７０と前記第
２伝導性支持部材７３を通じて前記発光構造物１０に電源が提供できるようになる。これ
によって、実施形態によれば、電流の集中を防止し、電気的信頼性を向上させることがで
きる。また、前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持部材７３が同一平面に配
置されることによって、ボンディングパッドなどに容易に付着させることができる。
【０１１４】
　図９は、本発明の実施形態に従う発光素子の他の例を示す図である。図９に図示された
発光素子を説明するに当たって、図１を参照して説明された部分と重複する事項に対して
は説明を省略する。
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【０１１５】
　図９に図示された実施形態によれば、発光構造物１０の側面に保護膜４５が配置できる
。また、チャンネル層３０が前記発光構造物１０の下部の周りに配置できる。前記保護膜
４５は、前記発光構造物１０と第１連結部９０との間に配置できる。前記保護膜４５は、
前記第１連結部９０と活性層１２を絶縁させることができる。前記保護膜４５は、前記第
１連結部９０と第２導電型半導体層１３を絶縁させることができる。
【０１１６】
　前記保護膜４５は、例えば酸化物または窒化物で具現できる。例えば、前記保護膜４５
は、ＳｉＯ２、ＳｉｘＯｙ、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉｘＮｙ、ＳｉＯｘＮｙ、Ａｌ２Ｏ３、Ｔｉ
Ｏ２、ＡｌＮなどからなる群から少なくとも１つが選択されて形成できる。
【０１１７】
　実施形態に従う発光素子は、前記発光構造物１０の下部の周りに配置された前記チャン
ネル層３０を含むことができる。前記チャンネル層３０の一端は、前記第２導電型半導体
層１３の下に配置できる。前記チャンネル層３０の一端は、前記第２導電型半導体層１３
の下部面に接触して配置できる。前記チャンネル層３０の一端は、前記第２導電型半導体
層１３と反射層１７との間に配置できる。
【０１１８】
　前記チャンネル層３０は、例えば酸化物または窒化物で具現できる。例えば、前記チャ
ンネル層３０は、ＳｉＯ２、ＳｉｘＯｙ、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉｘＮｙ、ＳｉＯｘＮｙ、Ａｌ

２Ｏ３、ＴｉＯ２、ＡｌＮなどからなる群から少なくとも１つが選択されて形成できる。
前記チャンネル層３０は、アイソレーション層と称されることもできる。前記チャンネル
層３０は、今後、前記発光構造物１０に対するアイソレーション工程時、エッチングスト
ッパーの機能を遂行することができ、またアイソレーション工程による発光素子の電気的
な特性の低下を防止することができる。
【０１１９】
　実施形態によれば、前記反射層１７の下に配置された前記第１金属層３５と第１伝導性
支持部材７０が電気的に連結される。前記第１金属層３５は、前記第２金属層５０と前記
第１ボンディング層６０を通じて前記第１伝導性支持部材７０と電気的に連結できる。
【０１２０】
　実施形態に従う発光素子は、第１金属層３５と第３金属層５３との間に配置された第１
絶縁層４０を含むことができる。前記第１絶縁層４０の下に第２絶縁層４３が配置できる
。前記第２絶縁層４３は、前記第２金属層５０と前記第３金属層５３との間に配置できる
。また、前記第２絶縁層４３は第１ボンディング層６０と第２ボンディング層６３との間
に配置できる。
【０１２１】
　前記第１絶縁層４０と前記第２絶縁層４３は、前記第１金属層３５と前記第３金属層５
３を絶縁させることができる。前記第１絶縁層４０と前記第２絶縁層４３は、前記第１金
属層３５と第２伝導性支持部材７３を絶縁させることができる。前記第１絶縁層４０は、
例えば酸化物または窒化物で具現できる。例えば、前記第１絶縁層４０と前記第２絶縁層
４３は、ＳｉＯ２、ＳｉｘＯｙ、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉｘＮｙ、ＳｉＯｘＮｙ、Ａｌ２Ｏ３、
ＴｉＯ２、ＡｌＮなどからなる群から少なくとも１つが選択されて形成できる。
【０１２２】
　前記第１絶縁層４０は、前記第１金属層３５の周りを囲むように配置できる。前記第１
絶縁層４０の一部の領域は、前記反射層１７の側面に接触して配置できる。
【０１２３】
　実施形態に従う発光素子は、第１連結部９０を含むことができる。前記第１連結部９０
は、前記第１電極８０と前記第２伝導性支持部材７３に電気的に連結できる。前記第１連
結部９０は、例としてＣｒ、Ｖ、Ｗ、Ｔｉ、Ｚｎ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｌ、Ａｕ、Ｍｏ
のうち、少なくとも１つを含むことができる。
【０１２４】
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　前記第１連結部９０は、前記第１電極８０に接触できる。前記第１連結部９０は、前記
第３金属層５３に電気的に連結できる。前記第１連結部９０は、前記第３金属層５３に接
触できる。前記第１連結部９０は、前記第３金属層５３、前記第２ボンディング層６３を
通じて前記第２伝導性支持部材７３に電気的に連結できる。
【０１２５】
　前記第１連結部９０は、前記第１絶縁層４０を貫通して配置できる。前記第１連結部９
０は、前記第１絶縁層４０を貫通して前記第２伝導性支持部材７３に電気的に連結できる
。また、前記第１連結部９０は前記チャンネル層３０を貫通して前記第３金属層５３に電
気的に連結されることもできる。前記第１連結部９０は、前記チャンネル層３０と前記絶
縁層４０を貫通して前記第３金属層５３に電気的に連結されることもできる。
【０１２６】
　前記第１連結部９０は、前記発光構造物１０の側面に配置できる。前記第１連結部９０
は、前記第１導電型半導体層１１の側面に配置できる。前記第１連結部９０は、前記第１
導電型半導体層１１の側面に接触できる。前記チャンネル層３０は、前記第１連結部９０
と前記活性層１２を絶縁させることができる。前記チャンネル層３０は、前記第１連結部
９０と前記第２導電型半導体層１３を絶縁させることができる。前記第１連結部９０は、
前記活性層１２と少なくとも３マイクロメートル以上離隔して配置できる。
【０１２７】
　実施形態に従う発光素子は、前記第２電極８７の下部に配置された前記第２伝導性支持
部材７３を通じて前記第２電極８７の上部に配置された前記第１導電型半導体層１１に電
気的に連結できる。これによって、前記第２伝導性支持部材７３をボンディングパッドに
付着させる方法などにより前記第１導電型半導体層１１に電源を提供することができる。
【０１２８】
　また、実施形態によれば、前記第２電極８７の下部に配置された前記第１伝導性支持部
材７０を通じて前記第２電極８７に電気的に連結できる。これによって、前記第１伝導性
支持部材７０をボンディングパッドに付着させる方法などにより前記第２導電型半導体層
１３に電源を提供することができる。
【０１２９】
　前記第２電極８７の下に配置された前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持
部材７３は電気的に絶縁できる。前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持部材
７３は互いに離隔して配置できる。前記第１伝導性支持部材７０の下部面と前記第２伝導
性支持部材７３の下部面が同一平面に配置できる。
【０１３０】
　このように、実施形態に従う発光素子によれば、前記第１伝導性支持部材７０と前記第
２伝導性支持部材７３を通じて前記発光構造物１０に電源が提供できるようになる。これ
によって、実施形態によれば、電流の集中を防止し、電気的信頼性を向上させることがで
きる。また、前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持部材７３が同一平面に配
置されることによって、ボンディングパッドなどに容易に付着させることができる。
【０１３１】
　図１０は、本発明の実施形態に従う発光素子の他の例を示す図である。図１０に図示さ
れた発光素子を説明するに当たって、図１を参照して説明された部分と重複する事項に対
しては説明を省略する。
【０１３２】
　実施形態に従う発光素子によれば、前記発光構造物１０の下にオーミック反射層１９が
配置できる。前記オーミック反射層１９は、反射層１７とオーミック接触層１５の機能を
全て遂行するように具現できる。これによって、前記オーミック反射層１９は、前記第２
導電型半導体層１３にオーミック接触し、前記発光構造物１０から入射される光を反射さ
せる機能を遂行することができる。
【０１３３】
　ここで、前記オーミック反射層１９は、多層に形成できる。例えば、Ａｇ層とＮｉ層と
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が交互に形成されることもでき、Ｎｉ／Ａｇ／Ｎｉ、あるいはＴｉ、Ｐｔ層を含むことも
できる。
【０１３４】
　実施形態に従う第２電極８７は、前記オーミック反射層１９と第１金属層３５のうち、
少なくとも１つを含むことができる。実施形態に従う発光素子は、前記第２電極８７の下
部に配置された前記第２伝導性支持部材７３を通じて前記第２電極８７の上部に配置され
た前記第１導電型半導体層１１に電気的に連結できる。これによって、前記第２伝導性支
持部材７３をボンディングパッドに付着させる方法などにより前記第１導電型半導体層１
１に電源を提供することができる。
【０１３５】
　また、実施形態によれば、前記第２電極８７の下部に配置された前記第１伝導性支持部
材７０を通じて前記第２電極８７に電気的に連結できる。これによって、前記第１伝導性
支持部材７０をボンディングパッドに付着させる方法などにより前記第２導電型半導体層
１３に電源を提供することができる。
【０１３６】
　前記第２電極８７の下に配置された前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持
部材７３は電気的に絶縁できる。前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持部材
７３は互いに離隔して配置できる。前記第１伝導性支持部材７０の下部面と前記第２伝導
性支持部材７３の下部面が同一平面に配置できる。
【０１３７】
　このように、実施形態に従う発光素子によれば、前記第１伝導性支持部材７０と前記第
２伝導性支持部材７３を通じて前記発光構造物１０に電源を提供することができる。これ
によって、実施形態によれば、電流の集中を防止し、電気的信頼性を向上させることがで
きる。また、前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持部材７３が同一平面に配
置されることによって、ボンディングパッドなどに容易に付着させることができる。
【０１３８】
　図１１は、本発明の実施形態に従う発光素子の他の例を示す図である。図１１に図示さ
れた発光素子を説明するに当たって、図８を参照して説明された部分と重複する事項に対
しては説明を省略する。
【０１３９】
　実施形態に従う発光素子によれば、前記発光構造物１０の下にオーミック反射層１９が
配置できる。前記オーミック反射層１９は、反射層１７とオーミック接触層１５の機能を
全て遂行するように具現できる。これによって、前記オーミック反射層１９は、前記第２
導電型半導体層１３にオーミック接触し、前記発光構造物１０から入射される光を反射さ
せる機能を遂行することができる。
【０１４０】
　ここで、前記オーミック反射層１９は多層に形成できる。例えば、Ａｇ層とＮｉ層とが
交互に形成されることもでき、Ｎｉ／Ａｇ／Ｎｉ、あるいはＴｉ、Ｐｔ層を含むこともで
きる。
【０１４１】
　実施形態に従う第２電極８７は、前記オーミック反射層１９と第１金属層３５のうち、
少なくとも１つを含むことができる。実施形態に従う発光素子は、前記第２電極８７の下
部に配置された前記第２伝導性支持部材７３を通じて前記第２電極８７の上部に配置され
た前記第１導電型半導体層１１に電気的に連結できる。これによって、前記第２伝導性支
持部材７３をボンディングパッドに付着させる方法などにより前記第１導電型半導体層１
１に電源を提供することができる。
【０１４２】
　また、実施形態によれば、前記第２電極８７の下部に配置された前記第１伝導性支持部
材７０を通じて前記第２電極８７に電気的に連結できる。これによって、前記第１伝導性
支持部材７０をボンディングパッドに付着させる方法などにより前記第２導電型半導体層
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１３に電源を提供することができる。
【０１４３】
　前記第２電極８７の下に配置された前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持
部材７３は電気的に絶縁できる。前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持部材
７３は互いに離隔して配置できる。前記第１伝導性支持部材７０の下部面と前記第２伝導
性支持部材７３の下部面が同一平面に配置できる。
【０１４４】
　このように、実施形態に従う発光素子によれば、前記第１伝導性支持部材７０と前記第
２伝導性支持部材７３を通じて前記発光構造物１０に電源を提供することができる。これ
によって、実施形態によれば、電流の集中を防止し、電気的信頼性を向上させることがで
きる。また、前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持部材７３が同一平面に配
置されることによって、ボンディングパッドなどに容易に付着させることができる。
【０１４５】
　図１２は、本発明の実施形態に従う発光素子の他の例を示す図である。図１２に図示さ
れた発光素子を説明するに当たって、図９を参照して説明された部分と重複する事項に対
しては説明を省略する。
【０１４６】
　実施形態に従う発光素子によれば、前記発光構造物１０の下にオーミック反射層１９が
配置できる。前記オーミック反射層１９は、反射層１７とオーミック接触層１５の機能を
全て遂行するように具現できる。これによって、前記オーミック反射層１９は前記第２導
電型半導体層１３にオーミック接触し、前記発光構造物１０から入射される光を反射させ
る機能を遂行することができる。
【０１４７】
　ここで、前記オーミック反射層１９は多層に形成できる。例えば、Ａｇ層とＮｉ層とが
交互に形成されることもでき、Ｎｉ／Ａｇ／Ｎｉ、あるいはＴｉ、Ｐｔ層を含むこともで
きる。
【０１４８】
　実施形態に従う第２電極８７は、前記オーミック反射層１９と第１金属層３５のうち、
少なくとも１つを含むことができる。実施形態に従う発光素子は、前記第２電極８７の下
部に配置された前記第２伝導性支持部材７３を通じて前記第２電極８７の上部に配置され
た前記第１導電型半導体層１１に電気的に連結できる。これによって、前記第２伝導性支
持部材７３をボンディングパッドに付着させる方法などにより前記第１導電型半導体層１
１に電源を提供することができる。
【０１４９】
　また、実施形態によれば、前記第２電極８７の下部に配置された前記第１伝導性支持部
材７０を通じて前記第２電極８７に電気的に連結できる。これによって、前記第１伝導性
支持部材７０をボンディングパッドに付着させる方法などにより前記第２導電型半導体層
１３に電源を提供することができる。
【０１５０】
　前記第２電極８７の下に配置された前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持
部材７３は電気的に絶縁できる。前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持部材
７３は互いに離隔して配置できる。前記第１伝導性支持部材７０の下部面と前記第２伝導
性支持部材７３の下部面が同一平面に配置できる。
【０１５１】
　このように、実施形態に従う発光素子によれば、前記第１伝導性支持部材７０と前記第
２伝導性支持部材７３を通じて前記発光構造物１０に電源を提供することができる。これ
によって、実施形態によれば、電流の集中を防止し、電気的信頼性を向上させることがで
きる。また、前記第１伝導性支持部材７０と前記第２伝導性支持部材７３が同一平面に配
置されることによって、ボンディングパッドなどに容易に付着させることができる。
【０１５２】
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　図１３は、本発明の実施形態に従う発光素子が適用された発光素子パッケージを示す図
である。
【０１５３】
　図１３を参照すると、実施形態に従う発光素子パッケージは、胴体１２０、前記胴体１
２０に配置された第１リード電極１３１及び第２リード電極１３２、前記胴体１２０に提
供されて、前記第１リード電極１３１及び第２リード電極１３２と電気的に連結される実
施形態に従う発光素子１００、及び前記発光素子１００を囲むモールディング部材１４０
を含むことができる。
【０１５４】
　前記胴体１２０は、シリコン材質、合成樹脂材質、または金属材質を含んで形成される
ことができ、前記発光素子１００の周囲に傾斜面が形成できる。
【０１５５】
　前記第１リード電極１３１及び第２リード電極１３２は、互いに電気的に分離され、前
記発光素子１００に電源を提供する。また、前記第１リード電極１３１及び第２リード電
極１３２は、前記発光素子１００で発生した光を反射させて光効率を増加させることがで
き、前記発光素子１００で発生した熱を外部に排出させる役割をすることもできる。
【０１５６】
　前記発光素子１００は、前記胴体１２０の上に配置されるか、前記第１リード電極１３
１または第２リード電極１３２の上に配置できる。
【０１５７】
　前記発光素子１００は、前記第１リード電極１３１及び第２リード電極１３２とワイヤ
ー方式、フリップチップ方式、またはダイボンディング方式のうち、いずれか１つにより
電気的に連結されることもできる。
【０１５８】
　前記モールディング部材１４０は、前記発光素子１００を囲んで前記発光素子１００を
保護することができる。また、前記モールディング部材１４０には蛍光体が含まれて前記
発光素子１００から放出された光の波長を変化させることができる。
【０１５９】
　実施形態に従う発光素子または発光素子パッケージは、複数個が基板の上にアレイされ
ることができ、前記発光素子パッケージの光経路の上に光学部材であるレンズ、導光板、
プリズムシート、拡散シートなどが配置できる。このような発光素子パッケージ、基板、
及び光学部材は、ライトユニットとして機能することができる。前記ライトユニットは、
トップビューまたはサイドビュータイプで具現されて、携帯端末機及びノートブックコン
ピュータなどの表示装置に提供されるか、照明装置及び指示装置などに多様に適用できる
。更に他の実施形態は、前述した実施形態に記載された発光素子または発光素子パッケー
ジを含む照明装置で具現できる。例えば、照明装置は、ランプ、街灯、電光板、前照灯を
含むことができる。
【０１６０】
　実施形態に従う発光素子は、ライトユニットに適用できる。前記ライトユニットは複数
の発光素子がアレイされた構造を含み、図１４及び図１５に図示された表示装置、図１６
に図示された照明装置を含むことができる。
【０１６１】
　図１４を参照すると、実施形態に従う表示装置１０００は、導光板１０４１、前記導光
板１０４１に光を提供する発光モジュール１０３１、前記導光板１０４１の下に反射部材
１０２２、前記導光板１０４１の上に光学シート１０５１、前記光学シート１０５１の上
に表示パネル１０６１、前記導光板１０４１、及び発光モジュール１０３１及び反射部材
１０２２を収納するボトムカバー１０１１を含むことができるが、これに限定されるもの
ではない。
【０１６２】
　前記ボトムカバー１０１１、反射シート１０２２、導光板１０４１、及び光学シート１
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０５１は、ライトユニット１０５０として定義できる。
【０１６３】
　前記導光板１０４１は、光を拡散させて面光源化させる役割をする。前記導光板１０４
１は透明な材質からなり、例えば、ＰＭＭＡ（polymethyl　metaacrylate）のようなアク
リル樹脂系列、ＰＥＴ（polyethylene　terephthlate）、ＰＣ（poly　carbonate）、Ｃ
ＯＣ（cycloolefin　copolymer）、及びＰＥＮ（polyethylene　naphthalate）樹脂のう
ちの１つを含むことができる。
【０１６４】
　前記発光モジュール１０３１は、前記導光板１０４１の少なくとも一側面に光を提供し
、究極的には表示装置の光源として作用するようになる。
【０１６５】
　前記発光モジュール１０３１は、少なくとも１つが提供されることができ、前記導光板
１０４１の一側面から直接または間接的に光を提供することができる。前記発光モジュー
ル１０３１は、基板１０３３と前述した実施形態に従う発光素子、または発光素子パッケ
ージ２００を含むことができる。前記発光素子パッケージ２００は、前記基板１０３３の
上に所定間隔でアレイできる。
【０１６６】
　前記基板１０３３は、回路パターンを含む印刷回路基板（ＰＣＢ；Printed Circuit Bo
ard）でありうる。但し、前記基板１０３３は一般ＰＣＢだけでなく、メタルコアＰＣＢ
（ＭＣＰＣＢ；Metal Core PCB）、軟性ＰＣＢ（ＦＰＣＢ；Flexible PCB）などを含むこ
とができ、これに対して限定するものではない。前記発光素子パッケージ２００は、前記
ボトムカバー１０１１の側面または放熱プレートの上に提供される場合、前記基板１０３
３は除去できる。ここで、前記放熱プレートの一部は前記ボトムカバー１０１１の上面に
接触できる。
【０１６７】
　そして、前記多数の発光素子パッケージ２００は、光が放出される出射面が前記導光板
１０４１と所定距離離隔するように搭載されることができ、これに対して限定するもので
はない。前記発光素子パッケージ２００は、前記導光板１０４１の一側面である入光部に
光を直接または間接的に提供することができ、これに対して限定するものではない。
【０１６８】
　前記導光板１０４１の下には前記反射部材１０２２が配置できる。前記反射部材１０２
２は、前記導光板１０４１の下面に入射された光を反射させて上に向けるようにすること
によって、前記ライトユニット１０５０の輝度を向上させることができる。前記反射部材
１０２２は、例えば、ＰＥＴ、ＰＣ、ＰＶＣレジンなどで形成できるが、これに対して限
定するものではない。前記反射部材１０２２は、前記ボトムカバー１０１１の上面である
ことがあり、これに対して限定するものではない。
【０１６９】
　前記ボトムカバー１０１１は、前記導光板１０４１、発光モジュール１０３１、及び反
射部材１０２２などを収納することができる。このために、前記ボトムカバー１０１１は
、上面が開口されたボックス（box）形状を有する収納部１０１２が備えられることがで
き、これに対して限定するものではない。前記ボトムカバー１０１１はトップカバーと結
合されることができ、これに対して限定するものではない。
【０１７０】
　前記ボトムカバー１０１１は、金属材質または樹脂材質で形成されることができ、プレ
ス成形または圧出成形などの工程を用いて製造できる。また、前記ボトムカバー１０１１
は熱伝導性の良い金属または非金属材料を含むことができ、これに対して限定するもので
はない。
【０１７１】
　前記表示パネル１０６１は、例えばＬＣＤパネルであって、互いに対向する透明な材質
の第１及び第２基板、そして第１及び第２基板の間に介された液晶層を含む。前記表示パ
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ネル１０６１の少なくとも一面には偏光板が付着されることができ、このような偏光板の
付着構造に限定するものではない。前記表示パネル１０６１は、光学シート１０５１を通
過した光により情報を表示するようになる。このような表示装置１０００は、各種の携帯
端末機、ノートブックコンピュータのモニタ、ラップトップコンピュータのモニタ、テレ
ビなどに適用できる。
【０１７２】
　前記光学シート１０５１は、前記表示パネル１０６１と前記導光板１０４１との間に配
置され、少なくとも一枚の透光性シートを含む。前記光学シート１０５１は、例えば拡散
シート、水平及び垂直プリズムシート、及び輝度強化シートなどのシートのうち、少なく
とも１つを含むことができる。前記拡散シートは、入射される光を拡散させ、前記水平ま
たは／及び垂直プリズムシートは入射される光を表示領域に集光させ、前記輝度強化シー
トは損失される光を再使用して輝度を向上させる。また、前記表示パネル１０６１の上に
は保護シートが配置されることができ、これに対して限定するものではない。
【０１７３】
　ここで、前記発光モジュール１０３１の光経路の上には光学部材として、前記導光板１
０４１及び光学シート１０５１を含むことができ、これに対して限定するものではない。
【０１７４】
　図１５は、本発明の実施形態に従う表示装置の他の例を示す図である。
【０１７５】
　図１５を参照すると、表示装置１１００は、ボトムカバー１１５２、前記に開示された
発光素子１００がアレイされた基板１０２０、光学部材１１５４、及び表示パネル１１５
５を含む。
【０１７６】
　前記基板１０２０と前記発光素子パッケージ２００は、発光モジュール１０６０として
定義できる。前記ボトムカバー１１５２、少なくとも１つの発光モジュール１０６０、及
び光学部材１１５４は、ライトユニットとして定義できる。
【０１７７】
　前記ボトムカバー１１５２には収納部１１５３を備えることができ、これに対して限定
するものではない。
【０１７８】
　ここで、前記光学部材１１５４は、レンズ、導光板、拡散シート、水平及び垂直プリズ
ムシート、及び輝度強化シートなどのうち、少なくとも１つを含むことができる。前記導
光板は、ＰＣ材質またはＰＭＭＡ（Polymethy methacrylate）材質からなることができ、
このような導光板は除去できる。前記拡散シートは、入射される光を拡散させ、前記水平
及び垂直プリズムシートは入射される光を表示領域に集光させ、前記輝度強化シートは損
失される光を再使用して輝度を向上させる。
【０１７９】
　前記光学部材１１５４は、前記発光モジュール１０６０の上に配置され、前記発光モジ
ュール１０６０から放出された光を面光源するか、拡散、集光などを遂行するようになる
。
【０１８０】
　図１６は、本発明の実施形態に従う照明装置を示す図である。
【０１８１】
　図１６を参照すると、実施形態に従う照明装置は、カバー２１００、光源モジュール２
２００、放熱体２４００、電源提供部２６００、内部ケース２７００、及びソケット２８
００を含むことができる。また、実施形態に従う照明装置は部材２３００とホルダー２５
００のうち、いずれか１つ以上をさらに含むことができる。前記光源モジュール２２００
は、実施形態に従う発光素子パッケージを含むことができる。
【０１８２】
　例えば、前記カバー２１００はバルブ（bulb）または半球の形状を有し、中空形態であ
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り、一部分が開口された形状に提供できる。前記カバー２１００は、前記光源モジュール
２２００と光学的に結合できる。例えば、前記カバー２１００は前記光源モジュール２２
００から提供される光を拡散、散乱、または励起させることができる。前記カバー２１０
０は一種の光学部材でありうる。前記カバー２１００は、前記放熱体２４００と結合でき
る。前記カバー２１００は、前記放熱体２４００と結合する結合部を有することができる
。
【０１８３】
　前記カバー２１００の内面には乳白色塗料がコーティングできる。乳白色の塗料は光を
拡散させる拡散材を含むことができる。前記カバー２１００の内面の表面粗さは前記カバ
ー２１００の外面の表面粗さより大きく形成できる。これは、前記光源モジュール２２０
０からの光が十分に散乱及び拡散されて外部に放出させるためである。
【０１８４】
　前記カバー２１００の材質は、ガラス（glass）、プラスチック、ポリプロピレン（Ｐ
Ｐ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリカーボネート（ＰＣ）などでありうる。ここで、ポリ
カーボネートは耐光性、耐熱性、強度に優れる。前記カバー２１００は、外部から前記光
源モジュール２２００が見えるように透明であるか、不透明であることがある。前記カバ
ー２１００は、ブロー（blow）成形により形成できる。
【０１８５】
　前記光源モジュール２２００は、前記放熱体２４００の一面に配置できる。したがって
、前記光源モジュール２２００からの熱は前記放熱体２４００に伝導される。前記光源モ
ジュール２２００は、光源部２２１０、連結プレート２２３０、及びコネクタ２２５０を
含むことができる。
【０１８６】
　前記部材２３００は前記放熱体２４００の上面の上に配置され、複数の光源部２２１０
とコネクタ２２５０が挿入されるガイド溝２３１０を有する。前記ガイド溝２３１０は、
前記光源部２２１０の基板及びコネクタ２２５０と対応する。
【０１８７】
　前記部材２３００の表面は光反射物質で塗布またはコーティングされたものであること
がある。例えば、前記部材２３００の表面は白色の塗料で塗布またはコーティングされた
ものであることがある。このような前記部材２３００は、前記カバー２１００の内面に反
射されて前記光源モジュール２２００側方向に戻る光をまた前記カバー２１００方向に反
射する。したがって、実施形態に従う照明装置の光効率を向上させることができる。
【０１８８】
　前記部材２３００は、例として絶縁物質からなることができる。前記光源モジュール２
２００の連結プレート２２３０は電気伝導性の物質を含むことができる。したがって、前
記放熱体２４００と前記連結プレート２２３０との間に電気的な接触がなされることがで
きる。前記部材２３００は絶縁物質で構成されて前記連結プレート２２３０と前記放熱体
２４００との電気的短絡を遮断することができる。前記放熱体２４００は、前記光源モジ
ュール２２００からの熱と前記電源提供部２６００からの熱の伝達を受けて放熱する。
【０１８９】
　前記ホルダー２５００は、内部ケース２７００の絶縁部２７１０の収納溝２７１９を塞
ぐ。したがって、前記内部ケース２７００の前記絶縁部２７１０に収納される前記電源提
供部２６００は密閉される。前記ホルダー２５００は、ガイド突出部２５１０を有する。
前記ガイド突出部２５１０は、前記電源提供部２６００の突出部２６１０が貫通するホー
ルを有する。
【０１９０】
　前記電源提供部２６００は、外部から提供を受けた電気的信号を処理または変換して前
記光源モジュール２２００に提供する。前記電源提供部２６００は、前記内部ケース２７
００の収納溝２７１９に収納され、前記ホルダー２５００により前記内部ケース２７００
の内部に密閉される。
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【０１９１】
　前記電源提供部２６００は、突出部２６１０、ガイド部２６３０、ベース２６５０、及
び延長部２６７０を含むことができる。
【０１９２】
　前記ガイド部２６３０は、前記ベース２６５０の一側から外部に突出した形状を有する
。前記ガイド部２６３０は、前記ホルダー２５００に挿入できる。前記ベース２６５０の
一面の上に多数の部品が配置できる。多数の部品は、例えば、外部電源から提供される交
流電源を直流電源に変換する直流変換装置、前記光源モジュール２２００の駆動を制御す
る駆動チップ、前記光源モジュール２２００を保護するためのＥＳＤ（Electro Static d
ischarge）保護素子などを含むことができるが、これに対して限定するものではない。
【０１９３】
　前記延長部２６７０は、前記ベース２６５０の他側から外部に突出した形状を有する。
前記延長部２６７０は、前記内部ケース２７００の連結部２７５０の内部に挿入され、外
部からの電気的信号の提供を受ける。例えば、前記延長部２６７０は、前記内部ケース２
７００の連結部２７５０の幅と等しいか小さく提供できる。前記延長部２６７０には、“
＋電線”と“－電線”の各一端が電気的に連結され、“＋電線”と“－電線”の他端はソ
ケット２８００に電気的に連結できる。
【０１９４】
　前記内部ケース２７００は、内部に前記電源提供部２６００と共にモールディング部を
含むことができる。モールディング部はモールディング液体が固まった部分であって、前
記電源提供部２６００が前記内部ケース２７００の内部に固定できるようにする。
【０１９５】
　以上、実施形態に説明された特徴、構造、効果などは、本発明の少なくとも１つの実施
形態に含まれ、必ず１つの実施形態のみに限定されるものではない。延いては、各実施形
態で例示された特徴、構造、効果などは、実施形態が属する分野の通常の知識を有する者
により他の実施形態に対しても組合または変形されて実施可能である。したがって、この
ような組合と変形に関連した内容は本発明の範囲に含まれることと解釈されるべきである
。
【０１９６】
　以上、本発明を好ましい実施形態をもとに説明したが、これは単なる例示であり、本発
明を限定するのでない。本発明の本質的な特性を逸脱しない範囲内で、多様な変形及び応
用が可能であることが同業者にとって明らかである。例えば、実施形態に具体的に表れた
各構成要素は変形して実施することができ、このような変形及び応用にかかわる差異点も
、特許請求の範囲で規定する本発明の範囲に含まれるものと解釈されるべきである。
【符号の説明】
【０１９７】
　１０　　発光構造物
　１１　　第１導電型半導体層
　１２　　活性層
　１３　　第２導電型半導体層
　１５　　オーミック接触層
　１７　　反射層
　３０　　チャンネル層
　３５　　第１金属層
　４０　　第１絶縁層
　４３　　第２絶縁層
　４５　　保護膜
　５０　　第２金属層
　５３　　第３金属層
　６０　　第１ボンディング層
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　６３　　第２ボンディング層
　７０　　第１伝導性支持部材
　７３　　第２伝導性支持部材
　８０　　第１電極
　８５　　ラフネス
　８７　　第２電極
　９０　　第１連結部
　

【図１】 【図２】

【図３】
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